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 Filmes de AlSb têm potencial aplicação na 

concorrida indústria de semicondutores por exibirem 

band gap (banda proibida) de valor intermediário 1,62eV . 

Filmes de outros antimonetos como GaSb e InSb têm um 

comportamento tal que se tornam porosos depois de 

irradiados por feixes de íons.1,2 Este comportamento é de 

grande potencial tecnológico, pois com a formação de 

poros se aumenta a área de superfície, favorecendo 

reações químicas que ocorrem na superfície, 

características muito favoráveis para seu uso no 

desenvolvimento de sensores de gás. Sendo o AlSb de 

band gap intermediário, sua utilização é ainda mais 

adequada, confirmada sua porosidade após irradiado. 
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Irradiação dos alvos 

  Tabela 1: Materiais e seus respectivos valores de banda proibida.   

  A largura do pico de Sb é menor na amostra 

depositada a 300ºC que na amostra depositada a 

temperatura ambiente, o que indica que o Sb está 

presente em menor quantidade nessa amostra. Também 

é observado um decréscimo na concentração de Al, 

porém em diferentes proporções. A analise dos 

resultados mostra que na deposição à temperatura 

ambiente a razão Al/Sb é de 1,20, e à temperatura de 

300ºC a razão Al/Sb é de 1,28. De acordo com a analise 

de difração de raios-x não há evidencias da presença do 

composto AlSb nas amostras investigadas. Novas 

amostras serão feitas com temperatura elevada e com 

taxas de deposição diferentes para fabricar filmes com a 

mesma proporção de Al e Sb, otimizando assim a 

formação do composto AlSb.  

Tratamento térmico durante deposição: 

 

Al – 75 Watts (DC) - 0,78 Å/s 

Sb – 75 Watts (RF) – 1,5 Å/s 

 

SiO2 – 90 Watts (DC) – 0,1 Å/s 

Tratamento térmico após deposição: 

 

Al – 75 Watts (DC) - 0,78 Å/s 

Sb – 75 Watts (RF) – 1,5 Å/s 

 

SiO2 – 90 Watts (DC) – 0,1 Å/s 

 

Todas as amostras foram cobertas com uma camada 

de SiO2 para inibir a oxidação do AlSb 

 

T = 300ºC ; t = 500s 
 

T = 21ºC ; t = 500s 
 

T = 300ºC ; t = 17min 
 

T = 300ºC ; t = 17min 
 

Magnetron sputtering especializado em codeposição simultânea. 

  A concentração relativa de Al e Sb nas amostras 

foi investigada por espectroscopia de retroespalhamento 

Rutherford (RBS), e os resultados foram analisados com 

auxílio do software SIMNRA4: 
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